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Sulfura de galiu, in diferite faze, este un material de perspectiva pentru aplicatii in
optoelectronica, in particular, in detectoare de radiatii electromagnetice pentru domeniul
UV al spectrului [1]. Materialul cercetat permite prepararea atat sub forma de straturi
subtiri, cat si sub forma de nanostraturi, variindu-se astfel si proprietatile fotoelectrice
[2]. Una din problemele actuale in prepararea fotodetectorilor este tehnologia straturilor
subtiri utilizata pentru fabricarea dispozitivului. In cercetirile efectuate, a fost folositi
metoda volumului cvasiinchis (CSS) pentru prepararea sulfurii de galiu pe suporturi
rezistente la temperaturi Tnalte, metoda perfectionatd pentru prepararea si a altor ma-
teriale fotosensibile [3]. In calitate de suporturi pentru prepararea straturilor subtiri de
sulfurd de galiu s-a folosit p-Si cu orientarea cristalografica (100). Temperatura sursei
de a'Ga,S, a fost de 800°C, iar temperatura suportului a variat intre 550-700°C. Probele
astfel obtinute au fost caracterizate structural prin intermediul difractiei de raze X in
configuratie GI-XRD considerandu-se toate corectiile instrumentale necesare, iar mor-
fologia acestora a fost studiatd prin intermediul microscopiei de fortd atomica in non-
contact mode.

Analiza cantitativa si precizarea parametrilor retelei cristaline a presupus utilizarea
metodei Rietveld [4], care constd in minimizarea diferentei dintre intensitatea tabloului
de difractie observatd (¥, ) si cea calculati (¥.;) in fiecare punct I al tabloului de
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difractie prin metoda celor mai mici patrate. S-a tinut cont de urmatorii factori: factorul
de scara, factorul de polarizare Lorentz, factorul de multiplicitate, factorul de structura,
functia de profil a maximului provenit de la reflexia de la planul cu hk! dat, (in calitate
de functie de profil s-a utilizat functia Pseudo-Voight), factorul de absorbtie, intensitatea
fondului in punctul £, factorul de texturare, in aproximatia March-Dollase [5]. Pentru
determinarea dimensiunii cristalitelor si a microstrain-ului (microtensiune) s-a utilizat
metoda Williamson-Hall [6] modificata pentru functia de profil Pseudo-Voight [7].
Considerand analiza tabloului de difractie a straturilor preparate din sursa de o'Ga,S,
pe suportul de p-Si(100), s-a stabilit formarea unui amestec de yGa,S, si 0Ga,S, (Fig.1).
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Fig. 1. Tabloul de difractie a razelor X (anod de Cu A, =1,54060A, A, _=1,54439A) pe structuri

Ko2

sulfura de galiu/p-Si (100) si morfologia suprafetei straturilor obtinute (12,5x12,5 pm)

Determinarea dimensiunii cristalitelor si a microtensiunii (Fig.2) In functie de temperatura
suportului demonstreaza valori ale cristalitelor in limitele 11-26 nm fiind prezent un maxim
bine pronuntat intre 600°C si 650°C pentru ambii parametri (ca alternativa a fost folosita
si formula Stokes-Wilson pentru microstrain utilizind datele pentru maximul cu cea mai
mare intensitate (120) aGa,S,). A fost stabilit ca odata cu cresterea temperaturii suportului
creste concentratia fazei aGa,S, si, respectiv, scade concentratia fazei yGa,S, (Fig.3). Faze-
le detectate corespund: yGa,S, PDF4+ 00-0430916; aGa,S, PDF4+ 04-007-1422.
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Fig. 2. Dimensiunea cristalitelor si microstrain in functie de temperatura suportului in structuri

sulfura de aGa,S,/p-Si (100)
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Fig. 3. Dependenta concentratiei aGa, S, si yGa,S, in functie de temperatura suportului in

structuri sulfurd de Ga,S./p-Si (100)
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Articol elaborat in cadrul Proiectelor: ,,Materiale si structuri multifunctionale
pentru detectarea radiatiilor electromagnetice”. Cifrul: 20.80009.5007.12 si ,,Ma-
teriale nanostructurate avansate pentru aplicatii termoelectrice si senzori”. Cifrul:
20.80009.5007.02.
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